Onde fica o potencial quimico?

Densidades de portadores tipo p € n:
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Invertendo, obtemos o potencial quimico:
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Onde fica o potencial quimico? (n=p)
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Fonte: Notas de aula do prof. Adalberto Fazzio



Portadores intrisecos e extrinsecos.

n;: dependéncia exponencial com E /kgT
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Portadores vindos de impurezas e defeitos (atomos doadores Fig, 6.10 Caloutaed infrinsio carrier denties

e aceitadores de elétrons) sdo portadores extrinsecos. nj versus temperaturc in Ge (Eg = 0.74eV),
Si (Eg = 1.17 eV) and GaAs (Eg =
1.52 eV).

Se 0 numero de impurezas for baixo, 4 ndo se altera.

Logo, temos simplesmente:
N,: densidade de aceitadores

n—p= Np — Ny Np: densidade de doadores



Quem ganha? Extrinsico ou intrinseco?
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Onde fica o potencial quimico ? (n<p)
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Fonte: Notas de aula do prof. Adalberto Fazzio



Onde fica o potencial quimico? (n>p)
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Fonte: Notas de aula do prof. Adalberto Fazzio



Condutividade elétrica em semicondutores.

_i 1 x  x\3713
Lei de “acdo de massa”: np = T°We *BT W = W(mcmh)QkB
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Dados de alguns semicondutores.

Grandeza Ge Si GaAs
Atomos ou moléculas (1022/cm?) 4,42 5,0 2.21
Parametro da rede a (A) 5,658 5,431 5,654
Constante dielétrica ¢/¢ 16,0 11,8 10,9
Gap de energia E, (eV) 0,68 1,12 1,43
Concentragao intrinseca n, (cm™3) 2 5% 10" 1.5x%10" 107
Concentragao efetiva N, (cm™3) 1,04 x 10" 2,8x10" 4,7x10"7
Concentragao efetiva N, (cm™3) 6,1 <108 1,02x10'° 7,0x10'8
Mobilidade g, (cm?/V.s) 3900 1350 8600
Mobilidade g, (cm?/V.s) 1900 480 400
Coef. difusao D, (cm?/s) 100 35 220
Coef. difusao D, (cm?/s) 50 12,5 10

Tabela 5.2: Valores de grandezas importantes em Ge, Si e GaAs a T = 300 K [Sze e

Streetman).
Fonte: Notas de aula do prof. Adalberto Fazzio



Mobilidade em funcao da temperatura
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